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15420, 15421, 15423, 15425, 15427,

Diffundierter Silizium-Gleichrichter :gﬂ% 15421R, 15423R, 15425R,

10 Ampere; 100 bis 800 Volt Unx
Fur industrielle Anwendung bestens geeignet
In beiden Polungsarten erhaltlich

Mechanische Daten

Hermetisch verschweiltes Glas-Metall-Gehause.
Gewicht: ca. 4,36 g.

Die Gehauseabmessungen entsprechen YASCA S50-10.
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Absolute Grenzwerte
15420 15421 15423 15425 15427
1S5420R 1S421R 15423R 15425R 1S5427R
Spitzensperrspannung von —65 °C bis +175 °C 100V 200V 400V 600V BOOV
Richtstrom bei +100 °C - 10 A —
Periodischer Spitzenstrom bei 425 °C — 50 A —
StoBstrom; eine Halbwelle bei 50 Hz und +25°C 200A 200A 200A 200A Z20A
Lagerungstemperaturbereich - —65 °C bis +175 °C —

Bemerkung:

Diese Gleichrichterfamilie ersetzt die Familie 15401.
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Elektrische Kennwerte (bei angegebener Gehausetemperatur)

15420 15421 15423 15425 15427  Einh.
15420R 1S421R 1S423R 1S5425R 1S42TR

Up Maximaler DurchlaBspannungsabfall bei +25 “C 1,5 1,5 1,5 1.5 1.5 W
und |p = 30 A

Im Maximaler Reststrom bei Urw und 4100 °C 50 50 50 50 50 17

Bemerkungen:

1. Zur Ermittlung der notwendigen KihIflache fir einen bestimmten Strom wird folgende Formel benutzt:

Ta—Tu ) _
— = Ripg_u (Therm. Widerstand Gehduse-Umgebung)

Tg = Gehdusetemperatur; Tu = Umgebungstemperatur; P = Verlustleistung
Die notwendige KihIfliche kann man aus Bild 2 entnehmen.

2, Bei kritischen Anwendungen sollte die Temperatur Gberprift werden.
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DurchlaBstrom-Grenzkurve
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